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(g) Entspiegelungsschicht sowie Verfahren zur Herstellung derselben 

@ Beschrieben wird eine Entspiegelungsschicht mtt einer 
aus einem optisch transparenten Material bestehenden 
Tragerschlcht, die wenigstens auf einer Oberflachenseite 
antireflektierende Eigenschaften hinsichtllch der auf die 
Oberflachen einfallenden Strahlungswellenlangen auf- 
weist. Ferner werden Verfahren zur Herstellung der 
Schicht beschrieben. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dafi die antire- 
flektierende Oberflachenseite eine Oberflachenrauhigkeit 
mit stochastisch verteilten Strukturen - den sogenannten 
Makrostrukturen - aufvA^eist und daB die Makrostrukturen 
mit Oberflachenstrukturen perrodischer Abfolge zusatz- 
lich moduliert sind - den sogenannten Mikrostrukturen 
die Periodenlangen aufweisen, die kleiner ais die Wellen- 
langen der auf die antireflektierende Oberflache einfallen- 
den Strahtung sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Entspiegelungs- 
schicht mit einer aus einem optisch transparenten Material 
besiehenden Tragerschicht, die wenigsiens auf einer Ober- 5 
flachenseite antireflektierende £igenschaften hinsichtlich 
der auf die Oberfl^che einfallenden Strahlungswellenlangen 
aufweisi. Oberdies werden erfindungsgemaBe Verfahren zur 
Herslellung der Entspicgelungsschicht angegcben. 

An den Grcnzflachen transparenter Medien, wie bei- 10 
spiels wcisc Glas- odcr KunststofFschcibcn, die vorzugs- 
weise fur Fenster-, Bildschirm- oder Instrumentanzeigefla- 
chen verwendet werden, wird stets ein Teil des auf die 
Grenzflachen einfallenden Lichtes reflektiert, also in den 
Raum zuriickgespiegelt Durch die auf der Grenzflache der 15 
transparenten Medien auftretenden Reflexerscbeinungen 
werden die Durchsichteigenschaften so wie das Ablesever- 
mogen bei Bildschirmen oder Anzeigen erheblich beein- 
trachtigt. Zur Verbessening der Durcbsichteigenschaften be^ 
ziehungsweise des Ableseveimdgens von Bildschirmen 20 
ganz allgemeiner Art sind Enispiegelungsmafinahmen be- 
kannt, die verschiedenartigen HnfluB auf die Reflexionsei- 
genschaften an den Grenzflachen nehmen. 

So konnen spicgelnde Oberflachen untcr anderem da- 
durch cntspicgclt werden, dafi die Obcrflachc mit cincr gc- 25 
eigneten Rauhigkeit versehen wird. Zwar wird durch das 
Aufrauhen der Grenzflachenoberflache derselbe Anteil des 
einfallenden Lichtes in den Raum zuruckreflektiert, jedoch 
werden parallel auf die Oberflache einfallende Lichtstrahlen 
durch die Obertlachenrauhigkeit in verschiedene Richtun- 30 
gen zuriickreflektiert Auf diese Weise werden klare Spie- 
gelbilder yermieden, das heiBt lichlquellen, die normaler- 
weise mit schai&n Kanten abgebildet an der Grenzflache re- 
flektiert wUrden, fUhren lediglich zu einer recht homogenen 
Aufhellung der aufgerauhten Grenzflache. Auf diese Weise 35 
werden starke Leuchtdichteunterschiede verinieden und die 
Refiexe werden weit wehiger storend empfiindcn. 

Diese Art der Entspiegclung wird erfolgreich beispiels- 
wcisc bci Displays mit der Bczcichnung Antiglarc-Schicht 
eingesetzt. Ein wesentlicher Vorteil dieser Entspiegelungs- 40 
technik liegt in der Abformbarkeit der Strukturen durch 
preisgiinstige Prageprozesse. Nachteilhaft bei dieser Art der 
Entspiegelung ist jedoch, daB die hemispharische Reflexion, 
d. h. die Summe aus spiegelnder und diflfuser Reflexion in 
den gesamten rQckwartigen Raumbeieicb, im gunstigsten 45 
FaU nicht erhoht wird, wodurch die Unteigrundhelligkeit 
derartig praparierter Glasoberflacheh von Bildschirmen re- 
lativ hoch tst. Dies fiihrt nicht zuletzt zu einer erheblichen 
Reduzierung des Kontrastes eines hinter einer solcben And- 
glare-Schicht vorhandenen Bildes bzw. Anzeige. 50 

Eine weitere Moglichkcit optische Flachen zu entspie- 
geln, besteht durch das Aufbringcn gceignetcr Intcrfcrenz- 
schichtcn. Dabci wird die zu cntspicgclndc Obcrflachc mit 
einer oder mehreren diinnen Schichten mit geeignetem Bre- 
chungsindex und geeigneter Dicke beschichtet. Die Interfe- 55 
rehzschichistruktur ist dabei derart ausgebildet, daB in ge- 
eigneten Wellenlangenbereichen destruktive Interferenzer- 
scheinungen im reflektierten Strahlungsfeld auftreten, wo- 
durch bei spiels weise Refiexe von Lichtquellen in ihrer Hel- 
ligkeit stark reduziert werden. Jedoch veibleibt ihre Abbil- 60 
dung im reflektiert^ Sirahlengang, im Unterscbied zu der 
vorstehend genannten Antij^lare-Schicht, scharf. Selbst bei 
einer visuellen Resueflexion < 0,4% wirken die scharfen 
Spicgelbildcr bisweilen storender als die relativ hohe Hel- 
ligkeit von Antiglarc-Obca-ftachen. Das Kontrastverhaltnis 65 
ist gut. Fiir die meisten Bildschirme und wcitercn Anwen- 
dungen sind jedoch Interferenzschichten in der Hersteliung 
zu teuer. 



Eine dritte Alternative zur Entspiegelung optischer Fla- 
chen besteht im Einbringen sogenannter SubweUenlangen- 
gitter, die auf der Grenzflache eines optisch transparenten 
Mediums zu einem Brechzahlgradienten fiihrl, wodurch 
eine optische Wrkung gleichsam der von Interferenzschich- 
ten erzeugt wird. Ein solcher Brechungsindexgradient wird 
durch OberflSchenstrukturen lealisiert, sofem die Strukturen 
kleiner als die Wellenlangen des einfallenden Lichtes sind. 
Hierfur eignen sich giinstigerweise die Hersteliung peri- 
odischer Strukturen mittels holographischn' Belichtung in 
cincr Photorcsistschicht, die auf der Obcrflachc cincs trans- 
parenten Mediums aufgebracht ist. 

Beispiele derartiger Subwellenlangengitter sind den 
DruckschriftenDE 38 31 503 C2 und DE 2 422 298 Al ent- 
nehmbar. 

Derartige Subwellenlangen-Oberttachengitter mit Peri- 
oden von 200 bis 300 nm eignen sich fiir die breitbandige 
Reflexionsminderung. Derartige Oberflachen, die auch un- 
ter dem Begriff "molh-eye-antireflection-surfaces" bekannt 
sind, sind in einem Artikel von M. C. Hutley, S. J. Willson, 
•The Optical Properties of Moth-Eye- Antireflection-Surfa- 
ces^ OPTICA ACTA, 1982, Vol. 29, Nr. 7, Seite 993-1009. 
ausfiihrlicb beschrieben. Zwar besteht der groBe \brteil der- 
artiger "Mottenaugen-Schichten" in der mittels Pragepro- 
zcsscn prcisgiinstig zu vcrviclfaltigcndcn HcrstcUungs- 
weise, gleichsam der von Antiglare- Strukturen, doch ist die 
grofiflachige Hersteliung derartiger Strukturen sehr schwie- 
rig, aufgrund der nur sehr engen optischen Toleranzbereiche 
hinsichtlich der Varianz von Strukturtiefen und einem sehr 
hohen Aspektverhaltnis, d. h. sehr hohem Verhaltnis aus 
Strukturtiefe und Periode der Strukturen, durch die sich ver- 
falschende Farbeffekte einstellen konnen. Oberdies bilden 
sich an derartigen OboHachenveigiiitungen die Bilder von 
Lichtquellen' ebenso scharf im reflektierten Bild ab, wie es 
bei Interferenzschichten der Fall ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Entspie- 
gelungschicht mit einer aus einem optisch transparenten 
Material bestehenden Tragerschicht, die wenigstens auf ei- 
ner Obcrflachcnscitc antireflektierende Eigcnschaftwi hin- 
sichtlich der auf die Oberflache einfallenden Strahlungswel- 
lenlangen aufweist, derart weiterzubilden, da£ insbesondere 
beim Einsatz bei Bildschirmoberflachen das Kontrastver- 
haltnis im wesentlichen nicht durch das Reflexionsverhalten 
an der optischen Grenzflache beeintrachtigt wird. Diskrete 
Reflexionsbilder, wie sie bei Interferenzschichten und Refle- 
xionen an Subwellenlangengittem auftreten, soUen vermie- 
den werden. Die erfindungsgem^e Entspiegelungsschicht 
soli insbesondere hemisphMrische Reflexionseigenschaften 
aufweisen, die im Reflexionsgrad weit unter denen von nor- 
malen Antiglare^chichten liegen. Uberdies soil ein Verfah- 
ren zur Hersteliung der crfindungsgemafien Entspiegelungs- 
schicht angegebCT werden, mit dem auch groBflachige Enl- 
spicgclungsschichtcn hcrstcllbar sind, bci trotz gcringcn 
Herstellkosten. 

Die Losung der der Erfindung zugrundeliegenden Auf- 
gabe ist im Anspruch 1 angegeben. Anspruch 7 richtet sich 
auf ein erftndungsgemaBes Herstellverfahren. Die abhangi- 
gen Anspriicbe enthaltai die jeweiligen Erfindungsgedan- 
ken vorteilhaft ambildende Merkmale. 

Erfindungsgemafi ist eine ^tspiegelungsschicht mit ei- 
ner aus einem optisch transparenten Material bestehenden 
Tragerschicht, die wenigstens auf einer Ob^achenseite an- 
tireflektierende EigenschaRen hinsichtlich der auf die Obcr- 
flachc einfallenden Strahlungswellenlangen aufweist, derart 
ausgebildet, daB die antireflektierende Oberflachenseitc eine 
Oberflachenrauhigkeit mit slochastisch verteilten Strukturen 
- den sogenannten Makrostrukturen - aufweist, und, daB die 
Makrostrukturen mit Oberflachenstrukturen periodischer 
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Abfolge zusatzlich moduliert sind - den sogenannten Mi- 
krostrukturen die Periodenlangen aufweisen, die kleiner 
ais die Weileniangen der auf die antiieflektierende Oberfla- 
che einfallende Strahlung sind. 

Der Erfindung liegl die Idee zugrunde. die Vorteile der 
Refiexionseigenschaften der vorstehend beschriebenen, be- 
kannien Antiglare-Schichten mil denen von Subwellenlan- 
gengittern zu vereinen. Durch die Oberlagerung von Makro- 
und Mikrostrukturen auf ein und derselben optischen Ober- 
flache werden zum einen diskrete Reflexionsbildcr aufgrund 
der Makrostrukturcn vcrhindcrt, und zum andcrcn der Antcil 
durch hemispharische Reflexion an der Oberflache durch die 
Mikrostrukturen drastisch verringerL Insbesondere im Ein- 
satz auf Monitordisplayoberflachen bewirkt die erfindungs- 
gemaBe Entspiegelungsschicht eine erhebliche Erbohung 
der Kontraslverhaltnisse, eine weitgehende Zerstorung von 
Spiegeibildreflexen und eine entscheidende Reduzierung 
von hemispharischer und spiegelnder Reflexion. 

Durch die erfindungsgem^e Oberlagerung von Makro- 
und Mikrostrukturen ist auch eine gioBfl^chige Herstellung 
der erfindungsgemafien Spiegelschicht im Unterschied zu 
den an sich bekannten "Mottenaugen-Strukturen" moglich, 
zumal die bci groBeren Flachen, die nur mit Mottenaugen- 
Strukturen versehen sind, auftretende Fleckigkeit durch die 
Makrostruktur und die damit cinhcrgchcndc diffuse Obcrfla- 
chenbeschaffenheit regelrecht wegkaschiert, d. h. optisch in 
den Hintergnind gedr^gt wird. 

Um den gewiinschten Effekt der diffusen Reflexion durch 
die Makrostrukturen zu erreicben, sind statistisch auf die 
Oberflache der Entspiegelungsschicht aufzubringende 
Strukturen mit einer durchschnittlichen StrukturgroBe, typi- 
scherweise in der Cirofienordnung des lO-lOOfachen der 
Wellenlange der auf die Oberflache einfallenden Strahlung. 
Durch die rein statistische Verteilung der Makrostruktur^ 
erhait die Entspiegelungsschicht eine Oberfl&chenrauheit, 
durch die an der Oberflache auftreffende Strahlung vollstan- 
dig diffus reflektien wird. Um die Nachteile der vorstehend 
beschriebenen, nicht vcrringerten hemispharischen Refle- 
xion zu vcrmcidcn, gclangch die diffus rcflckticrtcn i>trah- 
lungsanteile, bedingt durch die zusatzlich an der Oberflache 
vorgesehenen Mikrostrukturierung, die eine typische Peri- 
odenlange von kleiner als 250 nm und eine typische Struk- 
turtiefe von groBer als 100 nin aufweist, gleichsam der Re- 
flexion an Interferenzschichten in destruktive Interferenz. 
Aufgrund der destruktiven Interferenzerscheinungen war- 
den die hemispharischen Refiexionseigenschaften der erfin- 
dungsgemafien Entspiegelungsschicht erfaebUch verfoessert, 
wodurch sich insbesondere im Einsatz von Bildschirmober- 
flSchen bzw. InstrumentendispLays verbesserte Kontrastver- 
haltnisse ergeben. Auch eignet sich der Einsatz der erfin- 
dungsgemaBen Entspiegelungsschicht insbesondere fiir so- 
. lare Anwendungen, wie beispielsweise die Verglasung von 
SolarzcUcn odor Shnlichcn, photovdltaisch arbcitcndcn Sy- 
steme. . 

Durch die bevorzugte Ausfiihrungsform der Entspiege- 
lungsschicht auf einer Tragerfolie, die beispielsweise einsei- 
tig klebend ausgebildet sein kann, kann die Schicht auf die 
unterschiedlichsten optischen Systeme vielseitig angebracht 
werden. Insbesondere eignet sich die Entspiegelungsschicht 
filr Flfissigkristallanzeigen und -bildschirme, bei denen die 
Schicht zusammen mit dem Polarisator in ^ner einzigen Fo- 
lic kombiniert werd^ kann. Reflexionsmessungen haben 
ergeben, daB es nut Hilfe der erIindungsgeinaBen EnUpiege- 
lungsschicht moglich ist, sowohl die direkte als auch die he- 
mispharische Reflexion visuell auf deutlich untcr 1% zu ver- 
ringem. 

Neben der Verwendung von Folien als transparente Tra- 
gerschicht, kann die erfindungsgemaBe Entspiegelungs- 
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schicht auch direkt auf Glassubstrate aufgebracht werden, . 
die beispielsweise als Display oberflache eines Monitors 
Oder einer sonsdgen Insurumentenanzeige dienen. 

Femer ist erfindungsgemaB ein Verf ahren zur Herstellung 

5 einer Entspiegelungsschicht mil einer, aus einem optisch- 
transparenten Material bestehenden Tragerschicht, die we- 
nigstens auf einer Oberflachensdte antireflekderende Ei- 
genschaften hinsichtlich der auf die Oberflache einfallenden 
Strahlungswellenlangen aufweist, derart ausgebildet, dafi 

10 sich das Verfahrcn aus der Kombinadon folgender Verfah- 
rcnsschrittc zusammcnsctzl: 

In einem ersten Schritt wird wenigstens eine OberflSche 
eines flachigen Substrats mit einer stochastisch verteilten 
Oberflachenstruktur, den sogenannten Makrostrukturen ver- 

15 sehen. 

Das Aufbringen von Makrostrukturen erfolgt entweder 
auf mechanischem, chemischem Weg oder mit Hilfe einer 
Photoresistschicht, die enlsprechend belichtet wird, Allema- 
tiv kann auch die Substratoberflache mit einer Beschichtung 
20 tiberzogen werden, die eine OberflSchenrauhigkelt in der ge- 
wiinschten Weise aufweist oder bildet. 

Ferner wird auf die vorstehend vorbehandelte Substrat- , 
oberflache, falls auf ihr noch keine Photoresistschicht aufge- 
bracht wordcn ist, cine Photoresistschicht aufgetragen, die 
25 mit cincm Intcrfcrcnzmustcr durch Oberlagerung zwcicr ko- 
hiirenter Wellenfelder belichtet wird, so daB Oberflachen- 
strukturen mit periodischer Abfolge, den sogenannten Mi- 
krostrukturen entstehen. Die derart belichtete Photoresist- 
schicht wird nachfolgend entwickelt. Im weiteren wird die 
30 Makro- und Mikrostrukturen aufweisende Substratoberfla- 
che auf eine Pragematrix abgeformt, mittels der die aus ei- 
nem optisch transparenten Material bestehende I^ger- 
schicht im Rahmen eines Prageprozesses strukturiert wird. 
Die Herstellung der Makrostruktur auf einer Substrat- 
3S oberflache kann auf mechanischem Wege vorzugsweise mit- 
tels Sandstrahlen, Glasperlstrahlen oder durch Lappen, d, h. 
mittels Schleifverf ahren, die zur gewiinschten Oberflacben- 
aufrauhung fuhren, erfolgen. 

Ncbcn der mcchaniscbcn Aufrauhung bictcn bcispicls- 
40 weise naBcbemische Atzverfahren alternative Wege, . die 
Substratoberflache mit der gewiinschten Rauhigkeit zu ver- 
sehen. Auch koimen Schichtablagerungen auf die Substrat- 
oberflache, die die gewiinscbten Oberflachenrauhigkeiten 
aufweisen, zu den Makrostrukturen fuhren. 
4S Neben der direkten Behandlung der Substratoberflache 
sieht das Aufbriiigen emer Photoresistschicht auf die Sub- 
stratoberflache eine weitere. alternative Herstellungsweise 
flir die Makrostruktur vor. Die Dicke der aufzutragenden 
Photoresistschicht muB dabei groBer gewahlt werden als die 
erzielbare Strukturtiefe, die man in Uberlagerung der Ma- 
krostrukturen und Mikrostrukturen erhalt. So ist es zum ei- 
nen moglich, duich inkoharente oder koharente Belichtung 
dor Photoresistschicht untcr Verwendung von Grauwcrtmas- 
ken eine stochastische Strukturverteilung auf der Photore- 
sistschicht zu erhalten. Altemadv oder in Eiganzung zu der 
vorstehenden Belichtungsvariante konnen auch Specklemu- 
ster in die Photoresistschicht einbelichtet werden. Hierzu 
eigneh sich Diffusor-Glasscheiben, die mit kobarentem 
TJcht bestrahlt werden. Die auf diese Weise voibelichtete 
Photoresistschicht kann in diesem Stadium entwickelt wer- 
den, wodurch sich auf der Photoresistschicht, die wie gesagt 
gentlgend dick ausgebildet ist, dn stochastisch verteilies 
Hohenprofil, die sogenaunte MakrosU'uktur, ergibt. 

Ebenso kann auch die vorstehend belichtete Photoresist- 
schicht ohnc Zwischcnentwicklung einem weiteren Bclich- 
tungsschritt aiisgesctzt werden^ durch den die Mikrostruktu- 
rierung in die Oberflache einbelichtet wird. Unler Zuhilfen- 
ahme zweier in Oberlagerung gebrachter, koharenter Wei- 
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lenfeLder wird die vorbelichtete, und gegebenenfalls ent- 
sprechend vorbehandelte Photoresistschicht mit dem sich 
aus der Oberlagening ergebenden Interferenzmuster belich- 
tet, so daB sich auf der stochastisch verteilten Oberflachen- 
struktur eine periodische Abfolge sogenannter Nfikrostruk- s 
turen bilden. 

Gleichsam dem aus der Ubenragungstechnilc dektroma- 
gnetischer Wellen bekannten Prinzip der modulierten TVa- 
gcrfrcqucnz, wird mit der vorstehend beschriebenen Verfah- 
rensweise auf die Makrostruktur eine Mikrostruktur aufmo- lO 
dulicrt Ein nachgcschaltctcr EntwicklungsprozcB Icgt, so- 
fem der Entwicklungsschritt zur raumlichen Erzeugung der 
Makrostruktur noch nicht durchgefuhrt worden ist, die ge- 
samte Makro- und Mikrostruktur auf der Photoresistschicht 
raumlich frei. 15 

Die auf diese Weise erhaltene Obertlachenstruktur wird in 
einem nachfolgenden, vorzugsweise galvanischen Abform- 
vorgang auf einen typischerweise aus Nickel bestdienden 
Metallmasier Obertragen. Der Metailmaster oder Kopien 
des Metallmasters dienen als Pragestempel fiir anschlie- 20 
Bende Prageprozesse. Bel diesen anschlieBenden PrSgepro- 
zessen werden die erfindungsgemaBen Oberflachenstruktu- 
ren beispielsweise durch thermoplastische Formgebung 
oder durch UV-Aushartung auf Tragerschichten ubcrtragen, 
die typischerweise als Folicn ausgcbildct sind. Ncbcn Folicn 25 
bieten sich auch organische oder anorganische Beschichtun- 
gen oder auch feste Polymere an. 

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschrankung des 
allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zdchnung ex* 30 
emplaiisch beschrieben, auf die im tibrigen bezQglich der 
Offenbarung alier im Text nicht nah^ erlauterten erfin- 
dungsgemaBen Binzelheiten ausdnicklich verwiesen wird. 
Es zeigen: 

Fig. 1 die schematisierte Darstellung der earfindungsge- 35 
maBen Oberflachenstruktur sowie 

Fig. 2 Diagrammdarstellung zur hemispharischen Refle- 
xion einer nach dem erfindungsgemaBen \^rfahrea entspie- 
gcltcn Grenzflachc Substrat-Luft. 

Aus Fig. 1 ist in bloBer schematischer Darstellung ein ty- 40 
pisches Oberflachenprofil in Querschnittsdarstellung der er- 
findungsgemaBen Entspiegelungsschicht dargestellt. Die 
Makrostruktur unterliegt einer stochastischen, das heifit un- 
gleichformigen Verteilung und entspncht in Analogie zur 
Ubertragungstechnik elektromagnetiscber Wellen der Form 45 
einer IV^gerwelle, die der in Fig. 1 daigestellten Ob^a- 
chenstruktur unterlegt werden kann. Auf die Ttag^rwelle, 
respektive auf die Makrostruktur ist die Mikrostrukturierung 
quasi au&noduliert. 

In Fig. 2 ist eine Diagrammdarstellung zu entnehmen, die 50 
einer Mcssung entspricht, bei der die Reflexionseigenschaf- 
ten eines optisch transparenten Mediums mit einem Bre- 
chungsindcx von 1,6 vcrmcsscn worden sind. Dcutlich ist zu 
erkeniien, daB die hemispharische Reflexion iiber den ge- 
samten sichtbaren Wellenlangenbereich sowie in den an- 55 
grenzenden Infrarotbereich deutlich unter 2% liegL Ver- 
gleichsmessungen mit bloBen Antiglare-Hntspiegelungs- 
schichten haben gezeigt, daB diese um GroBenordnungen 
tiber den gemessenen, in der Fig. 2 dargestellten Werten lie- 
gen. 60 

Patentansprttche 

1 . Entspiegelungsschicht mit einer aus einem opdsch 
transparenten Material bestehenden Tragerschicht, die 65 
wcnigstens auf einer Oberflachenseite antireflektie- 
rende Eigenschaf ten hinsichtUch der auf die Oberflache 
einfallenden Strablungswellenliingen aufweist, da- 
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durch gekennzeiclmet, daB die antireflektierende 
Oberflachenseite eine Oberflachenrauhigkeit rait sto- 
chastisch verteilten Strukturen - den sogenannten Ma- 
krosirukturen - aufweist und, daB die Makrostnikturen 
mil Oberflachenstrukturen periodischer Abfolge - den 
sogenannten Mikrostrukturen - zusStzlich moduliert 
sind, die Periodenlangen aufweisen, die kleiner als die 
Wellenlangcn der auf die antif efldttierende Oberflache 
einfallende Strahlung sind. 

2. Entspiegelungsschicht nach Anspruch 1, dadurch 
gckcnnzcichnct, dafi die Makrostrukturcn eine durch- 
schnitdiche StrukturgroBe in der GroBenordnung des 
10 bis 100-fachen der Wellenlange der Strahlung be- 
tragt 

3. Entspiegelungsschicht nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die 'lYagerschicht als Folie 
ausgebildet ist. 

4. Entspiegelungsschicht nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadiuch gekennzeichnet, daB die Folie einseidg 
klebend ausgebildet ist 

5. Entspiegelungsschicht nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafi die Periodenlange 
der Mikrostrukturen kleiner als 250 nm isL 

6. Entspiegelungsschicht nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi die Stnikturticfc 
der Mikrostrukturen groBer als 100 nm betriigt 

7. Verfahren zur Herstellung einer Entspiegelungs- 
schicht mit einer, aus einem optisch transparenten Ma- 
terial bestehenden Tragerschicht, die wenigstens auf ei- 
ner Oberflachenseite antireflektierende Higenschaften 
hinsichdich der auf die Oberflache einfallenden Strah- 
lungswellenlangen aufweist, gekennzeichnet durch die 
Kpmbination folgender Verfahrensschritte: 

- eine Oberft&che eines flachigen Substrats wird 

- auf mechanischem oder chemischem ^g 
derart aufgerauht, oder 

- mit einer Photoresistschicht iiberzogen, 
die deran belichtet wird, oder 

- mit einer Bcschichtung vcrschcn, die cine 
Oberflachenrauhigkeit bildet oder aufweist, 

daB stochastisch verteilte Strukturen - sogenannte 
Makrostnikturen - entstehen, 

- auf die Oberflache des flachigen Substrates 
wird, falls noch nicht vorhanden, eine Photoresist- 
schicht aufgebracht, die mit einem Interferenzmu- 
ster duFch Uberiagerung zwder koharoiter Wel- 
lenfelder belichtet wird, so daB Oberflachenstruk- 
turen mit polodischer Abfolge - sogenannte Mi- 
krostrukturen - entstehen, 

- die belichtete Photoresistschicht wird entwik- 
kelt, und 

- die Makro- und Mikrostrukturen aufweisende 
Substratobcrflachc wird auf cine Pragcmatrix ab- 
geformt, mittels der die aus einem optisch trans- 
parenten Material bestehende TVagerschicht im 
Rahmen eines Prageprozesses strukturiert wird. 

8. VerfahrMi nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB der mecbanische Weg der Oberflachenaufrau- 
hung mittels Sandstrahlen oder Glasperlstrahlen er- 
folgl. 

9. Verfahrra nach nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Oberflachenaufrauhung durch 
Lappen bzw. Schleifen der Oberflache eiiblgl. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurcli gekennzeich- 
net, daB der chemische Weg der Oberflachenaufrau- 
hung mittels naBchcmischen Atzens erfogt. 

11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB eine Sol-Gel- Schicht auf die Oberflache auf- 
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gebracht wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verfahrenschritte nach 
den Anspriichen 7 bis 10 in beliebiger Weise kombi- 
niert werden. 5 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Hersiellung d^ Makro- 
stniktux cUe mit einer Photoresistschicht iiberzogene 
Oberfiache des flachigen Substrats mi ttels einer Grau- 
wertverteilung aufweisenden Maske belichtet wird 10 

14. Verfahren nach cincm dor Anspriiche 7 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Herstellung der Makro- 
struktur die mit einer Photoresistschicht iiberzogene 
Oberfiache des flachigen Substrats mit einem Speckle- 
muster, das eine stochastische Intensitatsverteilung IS 
enthalt, belichtet wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Specklemusier mittels Durchstrah- 
lung einer Diffusor-Glasscheibe mit koharentem Licht 
erzeugtwird. 20 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Abformen der die Ma- 
kro- und Mikrostrukturen aufweisenden Substratober- 
flache auf die Pragematiix mittels Galvanoformung er- 
folgt. 25 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB der PrageprozeB mittels 
thermoplastischen Pragens oder Pragens mit Strah- 
lungshartung, insbesondere UV-Aushartung erfolgt, 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 16, da- 30 
durch gekennzeichnet, dafi der PrageprozeB der die 
Makro- und Mikrostrukturen aufweisenden SubsCrat- 
oberfiache auf die Pragematrix mittels SprizguBverfab- 
ren erfolgt 
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